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The i nvention relates to,

i nter

alia, a nethod for

produci ng an integrated PI N photodi ode conprising a
buried region (20) and a connection region (32) which
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(57) Abstract: The invention relates to, inter alia, a method for producing an integrated PIN photodiode comprising a buried region
& (20) and a connection region (32) which leads towards the buried region (20). Said method enables the PIN photodiode (14) to be
integrated in a simple manner. Furthermore, process steps for producing said PIN diode can also be carried out for the production of

screening troughs (22, 56).

[Fortsetzung auf der nichsten Seite]



in a sinple manner. Furthernore, process steps for
produci ng said PIN di ode can al so be carried out for
t he production of screening troughs
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(57) Zusammenfassung: Erldutert wird unter anderem ein Verfahren zum Herstellen einer integrierten pin-Fotodiode, die einen
vergrabenen Bereich (20) und einen zu dem vergrabenen Bereich (20) fithrenden Anschlussbereich (32) enthélt. Durch dieses Her-
stellungsverfahren ldsst sich die pin-Fotodiode (14) auf einfache Art integrieren. Ausserdem besteht die Mdglichkeit, Prozessschritte
zum Herstellen der pin-Diode auch zum Herstellen von Abschirmwannen (22, 56) zu nutzen.



